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Resumen

Se reportan una serie de crecimientos de peliculas delgadas de
TiO, por la técnica de deposicion rf magnetron sputtering. Las
condiciones de crecimiento fue, a una potencia de radio
frecuencia a 150 watt, una presion de crecimiento de 10mtorr la
cual tiene una distribucion 1:1 de Smtorr de oxigeno y Smtorr
de argon, con un blanco de titanio de una pureza de 99.999%, y
una distancia de separacion blanco sustrato de 10cm, y sobre
un sustrato de vidrio Corning. El parametro que se vario fue la
temperatura la cual fueron 300°C, 400°C y 500°C donde las
técnicas de caracterizacion Optica determinamos su gap de
energia entre 2.84 y 3.3 eV, dado tanto para la fase rutile como
para la fase anatasa, y mediante la difraccion de rayos x y
micro Raman nos muestran su poli critanilidad, su orientacion
y sus modos vibracionales de estas muestras. Por difraccion de
rayos x podemos determinar también su tamafio de grano
promedio y lo verificamos con microscopia de fuerza atdbmica
lo cual nos muestra una variacion de su tamafio el cual varia de
0.98A a 2.78A como se muestra en las figuras de MFA
obteniendo una caracterizacion completa de nuestras muestras

Introduccion

Actualmente se utiliza una diversidad de técnicas de
crecimiento de peliculas delgadas para su elaboracion. Las mas
comunes es la técnica de sol-gel (3-4), rocid pirolitico y rf
sputtering la cual es la que estudiaremos en este trabajo debido
a las caracteristicas que presenta esta técnica de crecimiento.

Procedimiento Experimental

Los crecimientos de las peliculas delgadas de TiO, fueron
realizados, con un magnetrén sputtering con un blanco de 5
pulgadas de titanio con una pureza de 99.999%, sobre un
sustrato de vidrio Corning con un tamafio de 1 pulgada x 1
pulgada donde la potencia de crecimiento se mantuvo constante
de 150 Watt con una presion constante de 10mTorr de
crecimiento en la cual esta dada por SmTorr de oxigeno y
SmTorr de argdn, la distancia blanco sustrato fue de 10cm. El
parametro que se vario fue la temperatura de crecimiento la
cual fue de 300° 400° y 500°C durante un tiempo de 1 hora y
30 minutos.

Resultados y Analisis

En base a los resultados experimentales obtenido mediante
absorcion Optica, espectroscopia foto acustica, difraccion de
rayos X, micro Raman, y microscopia de fuerza atdmica hemos
obtenido su caracterizacion de las muestras crecidas por la
técnica de rf sputtering, donde el pardmetro variado fue la
temperatura de deposicion, esto nos dio que a medida que se
amentaba la temperatura la cristanivilidas varia y hay un
cambio de su gap de energia de las muestras, esta
cristanivilidad la podemos apreciar después de caracterizar las
muestras como por ejemplo con difraccion de rayos x, y micro
Raman. La cual en la muestra de 300°C se nota el pico de
anatasa en le orientacion 1,0,0 y los modos vibracionales del

TiO,.
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Figura 1. Difraccion de rayos x de las muestras de TiO,
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